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１．概要（Summary） 

Anric Technologies 社製熱式原子層堆積（ALD）装

置、型式 AT-400の後継機 AT-410でも TiO2の同じレシ

ピが利用できるか確認した。  前駆体材料として 

Tetrakis (dimethylamino) titanium (IV) (TDMAT)と

H2O を使用し、成膜した。膜厚の検証には早稲田大学 

ナノテクノロジープラットフォームの高性能 分光膜厚測定

装置（分光エリプソメーター）を使用し、TiO2 成膜の確認

を行った。結果として後継機 AT-410 でも TiO2成膜は同

じレシピが適用できることが判明した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高性能分光膜厚 測定装置 

【実験方法】 

基板は Si とし、ALD成膜を以下の内容で成膜した。 

1) ALDプロセス成膜温度： 180 ℃ 

2) TDMATのパルス回数： 4回 

3) TDMATのパージ時間： 8sec 

4) H2Oのパルス回数： 2回 

5) H2Oパージ時間： 10 sec 

成膜後のサンプルを分光エリプソメーターにより膜厚測

定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

分光エリプソメーターの測定結果と解析結果を Fig. 1

に示す。点が測定結果、線がフィッティング結果である。

フィッティング結果は良好であることがわかる。算出された

TiO2 膜厚は 17.802 nm であ り 、成膜レー トは

178.02å/428 cycles で、0.415å/cycle であり、想定内の

成膜であった。 

 

 

 

 

なお、測定誤差を表す X2 = 2.168のため膜厚の精度は

精度が良くないが、全体的なフィッティングはおおよそあっ

ていると考える。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・ALD: Atomic Layer Depositionの略、原子層堆積の

こと。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Analysis results of TiO2 deposition layer 

after fitting. 
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